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‚Ausgewählte Kennwerte (außer V 4007} OS-Schaltkreise 

M CM eis Kurz- Meßbedingungen d Einheit 
/ Die CMOS-Schaltkreise der Logikbaureihe V 4000 sind in gepufferter Schaltungstechny — IKennwert zeichen el u a | S [ ] 
/ ausgeführt (außer V 4007 D) und entsprechen in {hren statischen elektrischen Parame, (V) (uA) (\‚'j‘ £|‚ 

tern der JEDEC-Standard-B-Serien-Spezifikation. Im Vergleich zu TTL- bzw. LOw-Power TE m i ' 

TTL-Schaltkreisen ‘zeichnen sich die' CMOS-Schaltkreiso dureh folgende Vortelle au |Ausgengsspannung HI! OM fo ‘I 470 x K 
< 0,95 V 

- Niedrige Verlustleistung bis ca., 10 MHz (ermöglicht den Einsatz in batterlegepurlferte, N 15 <1 ];'“ Y f 

BohaltUNgen), Ausgungsspannung Low |Un, |5 — <1 0,05 | v 
- der Maximalwert der Ausgangsimpedanz ist nahezu unabhängig von allen erlaubten Eig. 10 <1 0,05 v 

Bangsbelegungen , 15 <1 0,05 v HIR 

- nahezu Ideale Übertragungskennlinie , | Ausgangsstrom High Aı |s 4,6 0,4 P Öl 
- großer Betriebsspannungsbereich (Up,, = 3 bis 15 V), geringe Stabilisierung der Be 10 9,5 0,9 mä 

triebsspannung erforderlich , 18 135 2,4 an 
- hohe statische Störsicherheit, Ausgangsstrom Low Ka ı[ 0,4 0,4 E 
S niedrige, einheitliche Eingangskapazität, 10 0,5 0,9 mA 
- Arbeitstemperaturbereich von -40 bis 85 °C, w 15 2,4 B ] 

M - Lieferung In Dual-in-line-Plastgehäusen. Eingangsspannung High um 5 <1 0,5/4,5 3,5 Y 1 

‘ Diese Eigenschaften erschließen CMOS-Schaltkreisen eine Roihe neuer nnwendung;smq 0 <1 1,0/9,0 7,0 Y a 

1_ Mehkeiten in Ergänzung zu den TTL-Schaltkreisfamilion, 15 <1 1,818,8 11,0 Y M 
l Eingangsspannung Low U, 5 <1 0,5/4,5 1,5 V l 1 
| Grenzwerte 10 <1 1,0/9,0 3,0 v 1 

F 13 <1 1,513,8 4,0 | v ; 
zeichen an MR Einbelt/ —— |pingangsreststrom High | |L] 15 Tp:= 26 %C 0,1 | pA H} 

{ 15 T, = 85 °C 1,0 | pA HE 
l Betriebsspannung Unp Uss - 0,5 Vg + 18 v i 1; a - j& f} 

i Bingangsspannung Ur Ugg - 0,5 Upp * 4,5 Y ‚Reststrom' der Izu > ; W 
l FE u Uggg - 0,5 Upp * 05 Y (Tristate-Ausgünge 15 15,7, 8 C 12 pA 

Verlustleistung je P, 100 mW [Reststrom der , [ BT D | M6 E 
Ausgangstransistor Tristate-Ausgänge 15 0, 1, C 12 pA ! 

(Gesamtverlustleistung Pa z00! mW| — Eingengskapazität C T, 250 H85 | 8 } 
1502 mW Stromaufnahme In |* 7,5 wa il 

. (Gesamtverlustleistung®) K 60017 mw | _ |Gatter ® ® | @ ö 
[ s00? mW 5 ® S 1 
%l Lastkapazität je Ausgang | G, $ nF 5"°"";‘:‘“'“""° Inp in :ä :: H 

| (Eingangsstrom In 10 mA [Fllp- Flop, Latch S n ll 
Betriebstemperaturbereich . | T, -40 +85 C Sa a “A { | 

: Lagerungstempersturbereich | T .55 4125 C Stromaufnahme In |* 1E | 6 f | 
j 5 Zähler, Register 10 300 | pA H 

f 1) T, = -40,..#70 °Cj 2) T, = +85 °C; 3) nur V 4034 D E 15 600 pA “I 
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